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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像表示装置であって、
　複数行複数列に配置され、各々が、データ保持ノードに書き込まれたデータ信号の電位
に応じた明るさの画素を表示する複数の画素表示回路、
　画像信号に従って各画素表示回路の前記データ保持ノードに前記データ信号を書込むデ
ータ書込回路、および
　各画素表示回路に対応して設けられ、リフレッシュ信号に応答して対応の画素表示回路
の前記データ保持ノードに書き込まれた前記データ信号のリフレッシュを行なうリフレッ
シュ回路を備え、
　前記データ信号は、第１および第２の電位のうちのいずれかの電位を有し、
　前記リフレッシュ回路は、一方電極が前記データ保持ノードの電位を受け、他方電極が
前記リフレッシュ信号を受け、前記一方電極および他方電極間の電位差に応じて容量値が
変化するキャパシタを含み、前記データ保持ノードの電位が前記第１および第２の電位間
の予め定められた第３の電位よりも前記第１の電位側にある場合は前記リフレッシュ信号
に応答して前記データ保持ノードの電位を前記第１の電位にし、前記データ保持ノードの
電位が前記第３の電位よりも前記第２の電位側にある場合は前記リフレッシュ信号に応答
して前記データ保持ノードの電位を維持する、画像表示装置。
【請求項２】
　前記キャパシタは、ゲート電極が前記一方電極にされ、第１および第２の電極のうちの
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少なくとも一方の電極が前記他方電極にされるＮチャネル電界効果トランジスタを含む、
請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記キャパシタは、ゲート電極が前記他方電極にされ、第１および第２の電極のうちの
少なくとも一方の電極が前記一方電極にされるＰチャネル電界効果トランジスタを含む、
請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記リフレッシュ回路は、
　さらに、前記キャパシタの一方電極と前記データ保持ノードとの間に接続され、ゲート
電極が第１の駆動電位を受ける第１の電界効果トランジスタ、および
　第１の電極が第２の駆動電位を受け、第２の電極が前記データ保持ノードに接続され、
ゲート電極が前記キャパシタの一方電極に接続される第２の電界効果トランジスタを含む
、請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記第２の駆動電位は前記第１の電位に等しく、
　前記リフレッシュ信号は前記第１および第２の電位のうちのいずれかの電位を有し、
　前記リフレッシュ信号は、前記リフレッシュ回路に前記データ信号のリフレッシュを行
なわせるときに、前記第２の電位から前記第１の電位に変化する、請求項４に記載の画像
表示装置。
【請求項６】
　前記リフレッシュ回路は、さらに、前記第２の駆動電位のノードと前記第２の電界効果
トランジスタの第１の電極との間に介挿され、ゲート電極が前記リフレッシュ信号を受け
る第３の電界効果トランジスタを含む、請求項４に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　前記第２の駆動電位は前記第１の電位に等しく、
　前記リフレッシュ信号は、前記第１の電位と前記第３の電界効果トランジスタのしきい
値電圧との和の第４の電位と、前記第２の電位とのうちのいずれかの電位を有し、
　前記リフレッシュ信号は、前記リフレッシュ回路に前記データ信号のリフレッシュを行
なわせるときに、前記第２の電位から前記第４の電位に変化する、請求項６に記載の画像
表示装置。
【請求項８】
　前記第２の駆動電位は、前記リフレッシュ信号が前記第４の電位にされる期間を含む所
定期間だけ前記第１の電位にされる、請求項７に記載の画像表示装置。
【請求項９】
　前記リフレッシュ回路は、さらに、前記第２の駆動電位のノードと前記第２の電界効果
トランジスタの第１の電極との間に介挿され、ゲート電極が前記リフレッシュ信号に同期
した制御信号を受ける第３の電界効果トランジスタを含む、請求項４に記載の画像表示装
置。
【請求項１０】
　前記第２の駆動電位は前記第１の電位に等しく、
　前記リフレッシュ信号は、前記第１の電位と、前記第２の電位を前記第１の電位側に予
め定められた第１の電圧だけレベルシフトさせた第４の電位とのうちのいずれかの電位を
有し、
　前記リフレッシュ信号は、前記リフレッシュ回路に前記データ信号のリフレッシュを行
なわせるときに、前記第４の電位から前記第１の電位に変化し、
　前記制御信号は、前記第１の電位と前記第３のトランジスタのしきい値電圧との和の第
５の電位と、前記第２の電位を前記第１の電位と反対側に予め定められた第２の電圧だけ
レベルシフトさせた第６の電位とのうちのいずれかの電位を有し、
　前記制御信号は、前記リフレッシュ回路に前記データ信号のリフレッシュを行なわせる
ときに、前記第６の電位から前記第５の電位に変化する、請求項９に記載の画像表示装置
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。
【請求項１１】
　前記第２の駆動電位は、前記リフレッシュ信号および前記制御信号の各々が前記第１の
電位にされる期間を含む所定期間だけ前記第１の電位にされる、請求項１０に記載の画像
表示装置。
【請求項１２】
　さらに、前記データ保持ノードと基準電位のノードとの間に接続されたキャパシタを備
える、請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項１３】
　各画素表示回路は、一方電極が前記データ保持ノードに接続され、他方電極が駆動電位
を受け、光透過率が前記データ保持ノードの電位に応じて変化する液晶セルを含む、請求
項１に記載の画像表示装置。
【請求項１４】
　各画素表示回路は、
　ゲート電極が前記データ保持ノードに接続され、第１の電極が基準電位を受ける電界効
果トランジスタ、および
　一方電極が前記電界効果トランジスタの第２の電極に接続され、他方電極が駆動電位を
受け、光透過率が前記電界効果トランジスタの導通／非導通に応じて変化する液晶セルを
含む、請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項１５】
　各画素表示回路は、
　ゲート電極が前記データ保持ノードに接続され、第１の電極が第１の駆動電位を受ける
電界効果トランジスタ、
　リセット信号に応答して所定のノードに第２の駆動電位を与え、セット信号に応答して
前記電界効果トランジスタの第２の電極と前記所定のノードとを接続する切換回路、およ
び
　一方電極が前記所定のノードに接続され、他方電極が基準電位を受け、光透過率が前記
所定のノードの電位に応じて変化する液晶セルを含む、請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項１６】
　各画素表示回路は、
　ゲート電極が前記データ保持ノードに接続された電界効果トランジスタ、および
　駆動電位のノードと基準電位のノードとの間に前記電界効果トランジスタと直列接続さ
れ、光強度が前記電界効果トランジスタに流れる電流に応じて変化する発光素子を含む、
請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項１７】
　前記データ書込回路は、
　それぞれ前記複数行に対応して設けられた複数の走査線、
　それぞれ前記複数列に対応して設けられた複数のデータ信号線、
　各画素表示回路に対応して設けられ、対応の画素表示回路のデータ保持ノードと対応の
データ信号線との間に接続され、ゲート電極が対応の走査線に接続された電界効果トラン
ジスタ、
　前記複数の走査線を順次選択し、選択した走査線を選択レベルにしてその走査線に対応
する各電界効果トランジスタを導通させる垂直走査回路、および
　前記垂直走査回路によって１本の走査線が選択されている間に前記複数のデータ信号線
を順次選択し、前記画像信号に従って、選択したデータ信号線に前記第１および第２の電
位のうちのいずれかの電位を与える水平走査回路を含む、請求項１に記載の画像表示装置
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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　この発明は画像表示装置に関し、特に、データ信号のリフレッシュが必要な画像表示装
置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来より、パーソナルコンピュータ、テレビ受像機、携帯電話機、携帯情報端末などに
おいて、静止画や動画を表示するため液晶表示装置が用いられている。
【０００３】
　図１７は、そのような液晶表示装置の要部を示す回路図である。図１７において、この
液晶表示装置は、液晶セル７０、走査線７１、共通電位線７２、データ信号線７３および
液晶駆動回路７４を備え、液晶駆動回路７４はＮ型ＴＦＴ（Thin Film Transistor）７５
およびキャパシタ７６を含む。
【０００４】
　Ｎ型ＴＦＴ７５は、データ信号線７３とデータ保持ノードＮ７５との間に接続され、そ
のゲートが走査線７１に接続される。キャパシタ７６は、データ保持ノードＮ７５と共通
電位線７２との間に接続される。液晶セル７０の一方電極はデータ保持ノードＮ７５に接
続され、その他方電極は基準電位ＶＲを受ける。共通電位線７２には共通電位ＶＣが与え
られる。走査線７１は垂直走査回路（図示せず）によって駆動され、データ信号線７３は
水平走査回路（図示せず）によって駆動される。
【０００５】
　走査線７１が「Ｈ」レベルにされると、Ｎ型ＴＦＴ７５が導通し、データ保持ノードＮ
７５がＮ型ＴＦＴ７５を介してデータ信号線７３のレベルに充電される。液晶セル７０は
、たとえば、データ保持ノードＮ７５が「Ｈ」レベルの場合はその光透過率が最大になり
、データ保持ノードＮ７５が「Ｌ」レベルの場合はその光透過率が最小になる。液晶セル
７０は複数行複数列に配列されて１枚の液晶パネルを構成し、液晶パネルには１つの画像
が表示される。
【０００６】
　このような液晶表示装置では、Ｎ型ＴＦＴ７５が非導通にされている場合でも、データ
保持ノードＮ７５の電荷が徐々にリークし、データ保持ノードＮ７５の電位が徐々に低下
して液晶セル７０の光透過率が変化してしまう。そこで、図１８に示すように、所定時間
ごとにデータ信号のリフレッシュすなわちデータ保持ノードＮ７５へのデータ信号の再書
込が行なわれている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、従来の液晶表示装置では、複数の走査線７１を１本ずつ選択し、１本の走査線
７１が選択されている間にその走査線７１に対応する各データ保持ノードＮ７５にデータ
信号を再書込する必要があったので、データ信号のリフレッシュのための制御が複雑にな
るという問題があった。
【０００８】
　それゆえに、この発明の主たる目的は、データ信号のリフレッシュを容易に行なうこと
が可能な画像表示装置を提供することである。
【０００９】
【課題を解決するための手段および発明の効果】
　この発明に係る画像表示装置では、複数行複数列に配置され、各々が、データ保持ノー
ドに書き込まれたデータ信号の電位に応じた明るさの画素を表示する複数の画素表示回路
と、画像信号に従って各画素表示回路のデータ保持ノードにデータ信号を書込むデータ書
込回路と、各画素表示回路に対応して設けられ、リフレッシュ信号に応答して対応の画素
表示回路のデータ保持ノードに書き込まれたデータ信号のリフレッシュを行なうリフレッ
シュ回路を備えたものである。ここで、データ信号は、第１および第２の電位のうちのい
ずれかの電位を有する。リフレッシュ回路は、一方電極がデータ保持ノードの電位を受け
、他方電極がリフレッシュ信号を受け、一方電極および他方電極間の電位差に応じて容量
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値が変化するキャパシタを含み、データ保持ノードの電位が第１および第２の電位間の予
め定められた第３の電位よりも第１の電位側にある場合はリフレッシュ信号に応答してデ
ータ保持ノードの電位を第１の電位にし、データ保持ノードの電位が第３の電位よりも第
２の電位側にある場合はリフレッシュ信号に応答してデータ保持ノードの電位を維持する
。したがって、リフレッシュ信号を与えればリフレッシュ回路によってデータ信号がリフ
レッシュされるので、データ信号のリフレッシュを容易に行なうことができる。
【００１０】
　また、データ保持ノードの電位に応じてキャパシタの容量値が変化することを利用して
、データ信号のリフレッシュを行なうか否かを選択することができる。
【００１１】
　また好ましくは、キャパシタは、ゲート電極が一方電極にされ、第１および第２の電極
のうちの少なくとも一方の電極が他方電極にされるＮチャネル電界効果トランジスタを含
む。この場合は、キャパシタの一方電極および他方電極間に正電圧が印加されると、キャ
パシタの容量値が大きくなる。
【００１２】
　また好ましくは、キャパシタは、ゲート電極が他方電極にされ、第１および第２の電極
のうちの少なくとも一方の電極が一方電極にされるＰチャネル電界効果トランジスタを含
む。この場合は、キャパシタの他方電極および一方電極間に負電圧が印加されると、キャ
パシタの容量値が大きくなる。
【００１３】
　また好ましくは、リフレッシュ回路は、さらに、キャパシタの一方電極とデータ保持ノ
ードとの間に接続され、ゲート電極が第１の駆動電位を受ける第１の電界効果トランジス
タと、第１の電極が第２の駆動電位を受け、その第２の電極がデータ保持ノードに接続さ
れ、ゲート電極がキャパシタの一方電極に接続される第２の電界効果トランジスタとを含
む。この場合はリフレッシュ信号に応答してキャパシタの一方電極の電位が所定電位を超
えたときは第２の電界効果トランジスタが導通してデータ信号がリフレッシュされ、リフ
レッシュ信号に応答してキャパシタの一方電極の電位が所定電位を超えなかったときは第
２の電界効果トランジスタは導通せず、データ信号はリフレッシュされない。
【００１４】
　また好ましくは、第２の駆動電位は第１の電位に等しい。リフレッシュ信号は第１およ
び第２の電位のうちのいずれかの電位を有する。リフレッシュ信号は、リフレッシュ回路
にデータ信号のリフレッシュを行なわせるときに、第２の電位から第１の電位に変化する
。この場合は、第２の電界効果トランジスタが導通したことに応じてデータ信号は第１の
電位にリフレッシュされる。
【００１５】
　また好ましくは、リフレッシュ回路は、さらに、第２の駆動電位のノードと第２の電界
効果トランジスタの第１の電極との間に介挿され、ゲート電極がリフレッシュ信号を受け
る第３の電界効果トランジスタを含む。この場合は、第２の駆動電位のノードからデータ
保持ノードへのリーク電流の低減化を図ることができる。
【００１６】
　また好ましくは、第２の駆動電位は第１の電位に等しい。リフレッシュ信号は、第１の
電位と第３の電界効果トランジスタのしきい値電圧との和の第４の電位と、第２の電位と
のうちのいずれかの電位を有する。リフレッシュ信号は、リフレッシュ回路にデータ信号
のリフレッシュを行なわせるときに、第２の電位から第４の電位に変化する。この場合は
、第２および第３の電界効果トランジスタが導通したことに応じてデータ信号は第１の電
位にリフレッシュされる。また、第３の電界効果トランジスタにおいて電圧降下が発生す
るのを防止することができる。
【００１７】
　また好ましくは、第２の駆動電位は、リフレッシュ信号が第４の電位にされる期間を含
む所定期間だけ第１の電位にされる。この場合は、第２の駆動電位のノードからデータ保
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持ノードへのリーク電流の一層の低減化を図ることができる。
【００１８】
　また好ましくは、リフレッシュ回路は、さらに、第２の駆動電位のノードと第２の電界
効果トランジスタの第１の電極との間に介挿され、ゲート電極がリフレッシュ信号に同期
した制御信号を受ける第３の電界効果トランジスタを含む。この場合は、第２の駆動電位
のノードからデータ保持ノードへのリーク電流の低減化を図ることができる。
【００１９】
　また好ましくは、第２の駆動電位は第１の電位に等しい。リフレッシュ信号は、第１の
電位と、第２の電位を第１の電位側に予め定められた第１の電圧だけレベルシフトさせた
第４の電位とのうちのいずれかの電位を有する。リフレッシュ信号は、リフレッシュ回路
にデータ信号のリフレッシュを行なわせるときに、第４の電位から第１の電位に変化する
。制御信号は、第１の電位と第３のトランジスタのしきい値電圧との和の第５の電位と、
第２の電位を第１の電位と反対側に予め定められた第２の電圧だけレベルシフトさせた第
６の電位とのうちのいずれかの電位を有する。制御信号は、リフレッシュ回路にデータ信
号のリフレッシュを行なわせるときに、第６の電位から第５の電位に変化する。この場合
は、第２および第３の電界効果トランジスタが導通したことに応じてデータ信号は第１の
電位にリフレッシュされる。また、データ信号のリフレッシュを行わない場合におけるデ
ータ保持ノードの電位変動を小さく抑えることができる。
【００２０】
　また好ましくは、第２の駆動電位は、リフレッシュ信号および制御信号の各々が第１の
電位にされる期間を含む所定期間だけ第１の電位にされる。この場合は、第２の駆動電位
のノードからデータ保持ノードへのリーク電流の一層の低減化を図ることができる。
【００２１】
　また好ましくは、さらに、データ保持ノードと基準電位のノードとの間に接続されたキ
ャパシタが設けられる。この場合は、データ保持ノードの電位がキャパシタによって保持
されるので、データ保持ノードの電位変化が小さくなる。
【００２２】
　また好ましくは、各画素表示回路は、一方電極がデータ保持ノードに接続され、他方電
極が駆動電位を受け、光透過率がデータ保持ノードの電位に応じて変化する液晶セルを含
む。この場合は、液晶セルの光透過率によって画素の明るさが変化する。
【００２３】
　また好ましくは、各画素表示回路は、ゲート電極がデータ保持ノードに接続され、第１
の電極が基準電位を受ける電界効果トランジスタと、一方電極が電界効果トランジスタの
第２の電極に接続され、他方電極が駆動電位を受け、光透過率が電界効果トランジスタの
導通／非導通に応じて変化する液晶セルを含む。この場合は、データ保持ノードの電位が
電界効果トランジスタのしきい値電位を超えるか否かによって電界効果トランジスタが導
通または非導通状態になり、液晶セルの光透過率が最大または最小になる。
【００２４】
　また好ましくは、各画素表示回路は、ゲート電極がデータ保持ノードに接続され、第１
の電極が第１の駆動電位を受ける電界効果トランジスタと、リセット信号に応答して所定
のノードに第２の駆動電位を与え、セット信号に応答して電界効果トランジスタの第２の
電極と所定のノードとを接続する切換回路と、一方電極が所定のノードに接続され、他方
電極が基準電位を受け、光透過率が所定のノードの電位に応じて変化する液晶セルを含む
。この場合は、データ保持ノードにデータ信号を書込んだ後は、リセット信号およびセッ
ト信号を交互に入力することにより所定のノードを第１または第２の駆動電位にすること
ができ、液晶セルの光透過率を最大または最小にすることができる。
【００２５】
　また好ましくは、各画素表示回路は、ゲート電極がデータ保持ノードに接続された電界
効果トランジスタと、駆動電位のノードと基準電位のノードとの間に電界効果トランジス
タと直列接続され、光強度が電界効果トランジスタに流れる電流に応じて変化する発光素
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子を含む。この場合は、発光素子の光強度によって画素の明るさが変化する。
【００２６】
　また好ましくは、データ書込回路は、それぞれ複数行に対応して設けられた複数の走査
線と、それぞれ複数列に対応して設けられた複数のデータ信号線と、各画素表示回路に対
応して設けられ、対応の画素表示回路のデータ保持ノードと対応のデータ信号線との間に
接続され、ゲート電極が対応の走査線に接続された電界効果トランジスタと、複数の走査
線を順次選択し、選択した走査線を選択レベルにしてその走査線に対応する各電界効果ト
ランジスタを導通させる垂直走査回路と、垂直走査回路によって１本の走査線が選択され
ている間に複数のデータ信号線を順次選択し、画像信号に従って、選択したデータ信号線
に第１および第２の電位のうちのいずれかの電位を与える水平走査回路とを含む。この場
合は、２次元の画像を表示することができる。
【００２７】
【発明の実施の形態】
　［実施の形態１］
　図１は、この発明の実施の形態１によるカラー液晶表示装置１の全体構成を示す回路ブ
ロック図である。図１において、このカラー液晶表示装置１は、液晶パネル２、垂直走査
回路８および水平走査回路１１を備え、外部から与えられた電源電位ＶＤＤおよび接地電
圧ＶＳＳによって駆動される。
【００２８】
　液晶パネル２は、複数行複数列に配置された複数の液晶セル３と、各行に対応して設け
られた走査線５および共通電位線６と、各列に対応して設けられたデータ信号線７とを含
む。
【００２９】
　液晶セル３は、各行において３つずつ予めグループ化されている。各グループの３つの
液晶セル２には、それぞれＲ，Ｇ，Ｂのカラーフィルタが設けられている。各グループの
３つの液晶セル３は、１つの画素４を構成している。
【００３０】
　各共通電位線６には、外部から共通電位ＶＣが与えられる。また、液晶パネル２には、
外部からリフレッシュ信号ＲＥＦおよび駆動電位Ｖ１，Ｖ２，Ｖ３が与えられる。
【００３１】
　垂直走査回路８は、シフトレジスタ回路９およびバッファ回路１０を含む。シフトレジ
スタ回路９は、外部から与えられた水平および垂直同期信号ＳＮ１に同期して、液晶パネ
ル２の複数の走査線５を順次選択するための信号を生成する。バッファ回路１０は、シフ
トレジスタ回路９の出力信号をバッファ処理して選択された走査線５に与える。したがっ
て、液晶パネル２の複数の走査線５は、所定時間ずつ順次選択レベルの「Ｈ」レベルにさ
れる。走査線５が選択レベルの「Ｈ」レベルにされると、その走査線５に対応する各画素
４が活性化される。
【００３２】
　水平走査回路１１は、シフトレジスタ回路１２、バッファ回路１４および複数のスイッ
チ１４を含む。複数のスイッチ１４は、それぞれ複数のデータ信号線７に対応して設けら
れ、液晶セル２のグループに対応して予め３つずつグループ化されている。各グループの
３つのスイッチ１４の一方電極はそれぞれＲ，Ｇ，Ｂのデータ信号ＤＲ，ＤＧ，ＤＢを受
け、それらの他方電極はそれぞれ対応の３つのデータ信号線７に接続される。シフトレジ
スタ回路１２は、外部から与えられた水平同期信号ＳＮ２に同期して、複数のスイッチグ
ループを所定時間ずつ順次選択するための信号を生成する。バッファ回路１０は、シフト
レジスタ回路１２の出力信号をバッファ処理し、選択されたグループの各スイッチ１４の
制御端子に与えて各スイッチ１４を導通させる。したがって、データ信号ＤＲ，ＤＧ，Ｄ
Ｂは、選択された行の複数の画素４に順次与えられる。
【００３３】
　垂直走査回路８および水平走査回路１１によって液晶パネル２の全画素４が走査される
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と、液晶パネル２には１つの画像が表示される。
【００３４】
　図２は、各液晶セル３に対応して設けられた液晶駆動回路２０の構成を示す回路図であ
る。図２において、この液晶駆動回路２０は、エンハンスメント型Ｎ型ＴＦＴ２１～２４
とキャパシタ２５，２６とを含み、対応の液晶セル３、走査線５、共通電位線６およびデ
ータ信号線７に接続されるとともに、リフレッシュ信号ＲＥＦおよび駆動電位Ｖ１，Ｖ２
を受ける。図２では、Ｒ，Ｇ，ＢのうちのＲに対応する液晶駆動回路２０が示されている
。
【００３５】
　Ｎ型ＴＦＴ２１は、対応のデータ信号線７とデータ保持ノードＮ２１との間に接続され
、そのゲートが対応の走査線５に接続される。キャパシタ２６は、データ保持ノードＮ２
１と共通電位線６との間に接続される。Ｎ型ＴＦＴ２４は、対応の液晶セル３の一方電極
と共通電位線６との間に接続され、そのゲートはデータ保持ノードＮ２１に接続される。
液晶セル３の他方電極は駆動電位Ｖ３を受ける。
【００３６】
　走査線５が選択レベルの「Ｈ」レベルにされるとＮ型ＴＦＴ２１が導通し、データ保持
ノードＮ２１がデータ信号線７の電位に充電される。走査線５が非選択レベルの「Ｌ」レ
ベルにされるとＮ型ＴＦＴ２１が非導通になり、データ保持ノードＮ２１の電位はキャパ
シタ２６によって保持される。
【００３７】
　データ保持ノードＮ２１が「Ｈ」レベルの場合は、Ｎ型ＴＦＴ２４が導通して液晶セル
３の電極間に駆動電圧Ｖ３－ＶＣが印加され、液晶セル３の光透過率がたとえば最大にな
る。データ保持ノードＮ２１が「Ｌ」レベルの場合は、Ｎ型ＴＦＴ２４が非導通になって
液晶セル３の電極間に駆動電圧は印加されず、液晶セル３の光透過率がたとえば最小にな
る。
【００３８】
　データ保持ノードＮ２１の電荷が徐々にリークしてデータ保持ノードＮ２１の電位が徐
々に低下するので、所定の時間ごとにデータ信号のリフレッシュ（再書込）をする必要が
ある。Ｎ型ＴＦＴ２２，２３およびキャパシタ２５は、リフレッシュ回路を構成している
。
【００３９】
　Ｎ型ＴＦＴ２２は、ノードＮ２２とデータ保持ノードＮ２１との間に接続され、そのゲ
ートは駆動電位Ｖ２を受ける。駆動電位Ｖ２は、データ信号ＤＲの「Ｈ」レベルＶＨにＮ
型ＴＦＴのしきい値電圧ＶＴＮを加えた電位ＶＨ＋ＶＴＮに設定されている。したがって
、Ｎ型ＴＦＴ２２のしきい値電圧ＶＴＮによる電圧降下は発生せず、ノードＮ２１とＮ２
２の電位は同じになる。
【００４０】
　Ｎ型ＴＦＴ２３のドレインは駆動電位Ｖ１を受け、そのソースはデータ保持ノードＮ２
１に接続され、そのゲートはノードＮ２２に接続される。駆動電位Ｖ１は、データ信号Ｄ
Ｒの「Ｈ」レベルＶＨ以上の所定の電位に設定される。ここでは、Ｖ１＝ＶＨとする。ノ
ードＮ２１とＮ２２の電位が等しい場合はＮ型ＴＦＴ２３は非導通になっている。ノード
Ｎ２２の電位がＶＨ＋ＶＴＮ以上に高くなると、Ｎ型ＴＦＴ２３が導通してデータ保持ノ
ードＮ２１がＶ１＝ＶＨにされる。
【００４１】
　キャパシタ２５は、Ｎ型ＴＦＴ（エンハンスメント型）構造のキャパシタであり、その
ゲートはノードＮ２２に接続され、そのソースはリフレッシュ信号ＲＥＦを受ける。キャ
パシタ２５のゲート－ソース間電圧がＮ型ＴＦＴのしきい値電圧ＶＴＮよりも高い場合は
、キャパシタ２５は所定の容量値を有する。キャパシタ２５のゲート－ソース間電圧がＮ
型ＴＦＴのしきい値電圧ＶＴＮよりも低い場合は、キャパシタ２５の容量値は寄生容量分
の微小な値になる。
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【００４２】
　図３は、キャパシタ２５の構成を示す断面図である。図３において、ガラス基板３０の
表面の所定領域に真性ポリシリコン膜３１が形成される。次いで、真性ポリシリコン膜３
１の一部を覆うようにしてゲート絶縁膜３２が形成され、さらにゲート絶縁膜３２上にゲ
ート電極３３が積層される。真性ポリシリコン膜３１のうちのゲート絶縁膜３２およびゲ
ート電極３３で覆われていない部分にＮ型不純物が注入されてソース領域３１ｓが形成さ
れる。次に、全領域を覆うようにして層間絶縁膜３４が形成され、層間絶縁膜３４の表面
からゲート電極３３の表面に向けてコンタクトホールＣＨ１が開孔され、層間絶縁膜３４
の表面からソース領域３１ｓの表面に向けてコンタクトホールＣＨ２が開孔される。次い
で、コンタクトホールＣＨ１，ＣＨ２を覆うようにしてそれぞれアルミ電極３５，３６が
形成される。アルミ電極３５（ゲート）はノードＮ２２に接続され、アルミ電極（ソース
）３６はリフレッシュ信号ＲＥＦを受ける。
【００４３】
　ゲート－ソース間のＮ型ＴＦＴにしきい値電圧ＶＴＮよりも高い電圧が印加されると、
ゲート電極３３の下の真性ポリシリコン膜３１の表面にＮ型チャネル層が形成され、ゲー
ト－ソース間に所定の容量値が発生する。
【００４４】
　ゲート－ソース間の電圧がＮ型ＴＦＴのしきい値電圧ＶＴＮよりも低い場合は、真性ポ
リシリコン膜３１の表面にＮ型チャネル層が形成されないので、ゲート－ソース間の容量
値は寄生容量分の微小な値になる。
【００４５】
　なお、通常のＴＦＴと同様に真性ポリシリコン膜の表面中央部にゲート絶縁膜を介して
ゲート電極を形成するとともにゲート電極の両側に不純物を注入してソース領域およびド
レイン領域を形成したうえで、ゲート電極を一方のアルミ電極に接続するとともにソース
領域およびドレイン領域を他方のアルミ電極に共通接続してキャパシタを構成しても良い
。
【００４６】
　図４は、データ信号ＤＲが「Ｈ」レベルＶＨの場合における液晶駆動回路２０の動作を
示すタイムチャートである。図４において、初期状態では、走査線５の電位Ｖ５は「Ｌ」
レベルにされ、データ信号ＤＲは「Ｌ」レベルＶＬにされ、ノードＮ２１，Ｎ２２は「Ｌ
」レベルＶＬにリセットされ、リフレッシュ信号ＲＥＦは「Ｌ」レベルにされている。
【００４７】
　ある時刻ｔ０においてデータ信号ＤＲが「Ｌ」レベルＶＬから「Ｈ」レベルＶＨに立上
げられ、次いで時刻ｔ１において走査線５の電位Ｖ５が「Ｌ」レベルから「Ｈ」レベルに
立上げられる。これにより、Ｎ型ＴＦＴ２１が導通し、ノードＮ２１，Ｎ２２が「Ｌ」レ
ベルＶＬから「Ｈ」レベルＶＨに立上げられる。所定時間後に走査線５の電位Ｖ５が「Ｌ
」レベルに立下げられ、次いでデータ信号ＤＲも「Ｌ」レベルに立下げられる。走査線５
の電位Ｖ５が「Ｌ」レベルに立上げられると、Ｎ型ＴＦＴ２１が非導通になり、ノードＮ
２１，Ｎ２２の電位はキャパシタ２６によって保持される。データ保持ノードＮ２２の電
位ＶＨはＮ型ＴＦＴ２４のしきい値電位ＶＴＮよりも高いので、Ｎ型ＴＦＴ２４が導通し
、液晶セル３の電極間に駆動電圧Ｖ３－ＶＣが印加され、液晶セル３の光透過率がたとえ
ば最大になる。
【００４８】
　この状態で放置すると、リーク電流によってノードＮ２１，Ｎ２２の電位が徐々に低下
する。ノードＮ２１の電位がＮ型ＴＦＴ２４のしきい値電位ＶＴＮよりも低下すると、Ｎ
型ＴＦＴ２４が非導通になって液晶セル３の光透過率が最大値から最小値に変化してしま
う。そこで、ノードＮ２１，Ｎ２２の電位がＮ型ＴＦＴ２４のしきい値電位ＶＴＮよりも
低下する前の所定の時刻ｔ２にデータ信号のリフレッシュを行なう。
【００４９】
　時刻ｔ２では、ノードＮ２１，Ｎ２２の電位はＮ型ＴＦＴのしきい値電位ＶＴＮよりも
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高いので、キャパシタ２５の真性ポリシリコン膜３１にはＮ型チャネル層が発生しており
、キャパシタ２５は所定の容量値を有する。時刻ｔ２においてリフレッシュ信号ＲＥＦが
「Ｌ」レベルＶＬから「Ｈ」レベルＶＨに立上げられると、容量結合によってノードＮ２
２の電位が昇圧電位ＶＰ（≧ＶＨ＋ＶＴＮ）に昇圧され、Ｎ型ＴＦＴ２３が導通してノー
ドＮ２１が駆動電位Ｖ１＝ＶＨに立上げられる。これにより、データ保持ノードＮ２１の
電位ＶＨがリフレッシュされたことになる。時刻ｔ３においてリフレッシュ信号ＲＥＦが
「Ｈ」レベルＶＨから「Ｌ」レベルＶＬに立下げられると、容量結合によってノードＮ２
１，Ｎ２２の電位が立下げられるが、キャパシタ２６の容量値はキャパシタ２５の容量値
よりも十分に大きいので、ノードＮ２１，Ｎ２２の電位は「Ｈ」レベルＶＨに維持される
。
【００５０】
　図５は、データ信号ＤＲが「Ｌ」レベルＶＬの場合における液晶駆動回路２０の動作を
示すタイムチャートである。図５において、データ信号ＤＲは「Ｌ」レベルＶＬに固定さ
れる。したがって、時刻ｔ１において走査線５の電位Ｖ５が所定時間だけ「Ｈ」レベルに
立上げられ、Ｎ型ＴＦＴ２１が所定時間だけ導通しても、ノードＮ２１，Ｎ２２は「Ｌ」
レベルＶＬに保持される。
【００５１】
　時刻ｔ１から所定時間経過後の時刻ｔ２では、ノードＮ２１，Ｎ２２の電位はＮ型ＴＦ
Ｔのしきい値電位ＶＴＮよりも低いので、キャパシタ２５の真性ポリシリコン膜３１には
Ｎ型チャネル層は発生しておらず、キャパシタ２５の容量値は寄生容量分の微小な値にな
っている。したがって、時刻ｔ２においてリフレッシュ信号ＲＥＦが「Ｌ」レベルＶＬか
ら「Ｈ」レベルＶＨに立上げられても、ノードＮ２１，Ｎ２２はほぼ「Ｌ」レベルＶＬに
保持される。したがって、この場合はデータ保持ノードＮ２１の電位のリフレッシュは行
われない。時刻ｔ３においてリフレッシュ信号ＲＥＦが「Ｈ」レベルＶＨから「Ｌ」レベ
ルＶＬに立下げられても、キャパシタ２５の容量値は小さいので、ノードＮ２１，Ｎ２２
は「Ｌ」レベルＶＬに保持される。
【００５２】
　この実施の形態１では、データ信号のリフレッシュ時に走査線５およびデータ信号線７
を駆動する必要がないので、リフレッシュ制御を容易に行なうことができる。また、デー
タ信号のリフレッシュ時に垂直走査回路８および水平走査回路１１を動作させる必要がな
いので、消費電力の低減化を図ることができる。
【００５３】
　図６の変更例では、Ｎ型ＴＦＴ構造のキャパシタ２５がＰ型ＴＦＴ（エンハンスメント
型）構造のキャパシタ３７で置換される。キャパシタ３７は、図７に示すように、キャパ
シタ２５のＮ型ソース領域３１ｓをＰ型ソース領域３１ｓ′で置換したものである。キャ
パシタ３７のゲートはリフレッシュ信号ＲＥＦを受け、そのソースはノードＮ２２に接続
される。この変更例でも、実施の形態１と同じ効果が得られる。
【００５４】
　［実施の形態２］
　実施の形態１では、ノードＮ２１，Ｎ２２が「Ｌ」レベルＶＬの場合はＮ型ＴＦＴ２３
は非導通になると説明した。しかし、Ｎ型ＴＦＴ２３の特性のばらつきにより、ゲート－
ソース間電圧が０ＶでもＮ型ＴＦＴ２３に微小な電流（オフ電流）が流れる場合がある。
この場合は、微小な電流によってノードＮ２１，Ｎ２２の電位が徐々に上昇し、ノードＮ
２１，Ｎ２２がＮ型ＴＦＴ２４のしきい値電圧ＶＴＮを超えてしまうこともあり得る。こ
の実施の形態２では、この問題の解決を図る。
【００５５】
　図８は、この発明の実施の形態２によるカラー液晶表示装置の液晶駆動回路４０の構成
を示す回路図であって、図２と対比される図である。図８を参照して、この液晶駆動回路
４０が図２の液晶駆動回路２０と異なる点は、Ｎ型ＴＦＴ４１が追加されている点と、リ
フレッシュ信号ＲＥＦの代わりにリフレッシュ信号ＲＥＦ′が与えられている点である。
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Ｎ型ＴＦＴ４１のドレインは駆動電位Ｖ１を受け、そのソースはＮ型ＴＦＴ２３のドレイ
ン（ノードＮ２３）に接続され、そのゲートはリフレッシュ信号ＲＥＦ′を受ける。リフ
レッシュ信号ＲＥＦ′がリフレッシュ信号ＲＥＦと異なる点は、図９に示すように、その
「Ｈ」レベルがＶＨではなくＶＨ＋ＶＴＮ以上の所定電位ＶＨ′である点である。
【００５６】
　図８において、ノードＮ２１，Ｎ２２が「Ｌ」レベルの場合においてリフレッシュ信号
ＲＥＦ′を「Ｌ」レベルＶＬ（０Ｖ）にしたときは、Ｎ型ＴＦＴ２３，４１に微小なオフ
電流が流れてノードＮ２１，Ｎ２３の電位が徐々に上昇する。しかし、ノードＮ２３の電
位が上昇すると、Ｎ型ＴＦＴ４１のゲート－ソース間の電圧が負電圧になるため、Ｎ型Ｔ
ＦＴ４１にオフ電流が流れなくなってノードＮ２１，Ｎ２３の電位上昇が停止する。
【００５７】
　リフレッシュ信号ＲＥＦ′を「Ｈ」レベルＶＨ′にしたときは、Ｎ型ＴＦＴ４１が導通
する。このとき、リフレッシュ信号ＲＥＦ′の「Ｈ」レベルＶＨ′をＶＨ＋ＶＴＮ以上に
したので、Ｎ型ＴＦＴ４１のしきい値電圧ＶＴＮによる電圧降下は生じることはない。
【００５８】
　なお、Ｎ型ＴＦＴ構造のキャパシタ２５を図６および図７で示したＰ型ＴＦＴ構造のキ
ャパシタ３７で置換してもよいことは言うまでもない。
【００５９】
　また、データ保持ノードＮ２１が「Ｌ」レベルの場合においてリフレッシュ信号ＲＥＦ
′が「Ｌ」レベルから「Ｈ」レベルに立上げられたときに、キャパシタ２５の微小な容量
値によってノードＮ２１，Ｎ２２の電位が若干上昇する。このときのノードＮ２１，Ｎ２
２の電位上昇をより小さくするためには、キャパシタ２５の真性ポリシリコン膜３１にＮ
型チャネル層が発生し難い条件にしてキャパシタ２５の容量値を最小にする必要がある。
そこで、リフレッシュ信号ＲＥＦ′の「Ｌ」レベルをＶＬ（０Ｖ）ではなく正の電位のＶ
Ｌ′（たとえば１Ｖ）にし、キャパシタ２５のゲート－ソース間電圧を負電圧に維持して
もよい。
【００６０】
　また、図１０の変更例では、液晶駆動回路４０のＮ型ＴＦＴ４１のドレインに、駆動電
位Ｖ１の代わりにリフレッシュ信号ＲＥＦ１が与えられる。リフレッシュ信号ＲＥＦ１は
、図１１に示すように、リフレッシュ信号ＲＥＦ′が「Ｈ」レベルＶＨ′になる期間（時
刻ｔ２～ｔ３）およびその前後の所定時間のみ「Ｈ」レベルＶＨにされ、それ以外の期間
は「Ｌ」レベルＶＬにされる信号である。したがって、Ｎ型ＴＦＴ２３，４１のリーク電
流をより小さくすることができる。なお、この変更例でも、Ｎ型ＴＦＴ構造のキャパシタ
２５を図６および図７に示したＰ型ＴＦＴ構造のキャパシタ３７で置換してもよいことは
言うまでもない。
【００６１】
　また、図１２の変更例では、液晶駆動回路４０のＮ型ＴＦＴ４１のゲートとキャパシタ
２５のソースとが切離され、キャパシタ２５のソースにリフレッシュ信号ＲＥＦ″が与え
られ、Ｎ型ＴＦＴ４１のゲートにリフレッシュ信号ＲＥＦ２が与えられ、Ｎ型ＴＦＴ４１
のドレインにリフレッシュ信号ＲＥＦ１が与えられる。図１３に示すように、信号ＲＥＦ
″の「Ｌ」レベルはＶＬ＝０Ｖではなく正電位ＶＬ″＝ＶＬ＋ΔＶ１であり、信号ＲＥＦ
″の「Ｈ」レベルはＶＨである。ΔＶ１は、たとえば１Ｖである。これにより、ノードＮ
２１，Ｎ２２が「Ｌ」レベルの場合のキャパシタ２５の容量値をより小さくすることがで
きる。また、信号ＲＥＦ２の「Ｌ」レベルはＶＬ＝０Ｖではなく負電位ＶＬ′＝ＶＬ－Δ
Ｖ２であり、信号ＲＥＦ２の「Ｈ」レベルはＶＨ′である。ΔＶ２は、たとえば１Ｖであ
る。これにより、信号ＲＥＦ２が「Ｌ」レベルＶＬ′の場合におけるＮ型ＴＦＴ４１のリ
ーク電流をより小さくすることができる。
【００６２】
　［実施の形態３］
　図１４は、この発明の実施の形態３によるカラー液晶表示装置の要部を示す回路図であ
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って、図２と対比される図である。
【００６３】
　図１４において、このカラー液晶表示装置が実施の形態１のカラー液晶表示装置１と異
なる点は、液晶駆動回路２０が液晶駆動回路５０で置換され、セット線５４およびリセッ
ト線５５が追加され、駆動電位ＶＣ′および基準電位ＶＬＣが導入されている点である。
セット線５４およびリセット線５５は、たとえば垂直走査回路によって駆動される。
【００６４】
　液晶駆動回路５０は、液晶駆動回路２０にＮ型ＴＦＴ５１，５２およびキャパシタ５３
を追加したものである。キャパシタ２６は、ノードＮ２１とＮ２４の間に接続される。ノ
ードＮ２４は、外部から与えられた駆動電位ＶＣ′＝ＶＬを受ける。データ保持ノードＮ
２１の電位は、キャパシタ２６によって保持される。
【００６５】
　Ｎ型ＴＦＴ２４，５１は、ノードＮ２４とＮ５１との間に直列接続される。Ｎ型ＴＦＴ
２４のゲートは、データ保持ノードＮ２１に接続される。Ｎ型ＴＦＴ５１のゲートは、セ
ット線５４介してセット信号ＳＴを受ける。
【００６６】
　セット信号ＳＴが非選択レベルの「Ｌ」レベルの場合は、Ｎ型ＴＦＴ５１は非導通にな
る。セット信号ＳＴが選択レベルの「Ｈ」レベルにされると、Ｎ型ＴＦＴ５１が導通する
。データ保持ノードＮ２１が「Ｌ」レベルの場合は、Ｎ型ＴＦＴ２４は非導通になり、ノ
ードＮ５１は駆動電位Ｖ３のまま変化しない。データ保持ノードＮ２１が「Ｈ」レベルの
場合は、Ｎ型ＴＦＴ２４は導通し、ノードＮ５１は駆動電位ＶＣ′にセットされる。
【００６７】
　Ｎ型ＴＦＴ５２のドレインは駆動電位Ｖ３＝ＶＨを受け、そのソースはノードＮ５１に
接続され、そのゲートはリセット線５５を介してリセット信号ＲＳＴを受ける。キャパシ
タ５３は、ノードＮ５１と共通電位線６との間に接続される。
【００６８】
　リセット信号ＲＳＴが非選択レベルの「Ｌ」レベルの場合は、Ｎ型ＴＦＴ５２は非導通
になり、ノードＮ５１の電位はそのまま保持される。リセット信号ＲＳＴが選択レベルの
「Ｈ」レベルにされると、Ｎ型ＴＦＴ５２が導通し、ノードＮ５１は駆動電位Ｖ３にリセ
ットされる。
【００６９】
　液晶セル３の一方電位はノードＮ５１に接続され、その他方電極は基準電位ＶＬＣ＝Ｖ
Ｌを受ける。ノードＮ５１が駆動電位Ｖ３にリセットされた場合は、液晶セル３の光透過
率はたとえば最大になり、ノードＮ５１が駆動電位ＶＣ′にセットされた場合は液晶セル
３の光透過率はたとえば最小になる。
【００７０】
　次に、このカラー液晶表示装置の動作について説明する。データ書込期間は、走査線５
が選択レベルの「Ｈ」レベルにされてＮ型ＴＦＴ２１が導通し、データ信号線７の電位が
データ保持ノードＮ２１に書込まれる。走査線５が非選択レベルの「Ｌ」レベルにされる
と、Ｎ型ＴＦＴ２１が非導通になり、データ保持ノードＮ２１の電位はキャパシタ２６に
よって保持される。
【００７１】
　データ保持期間は、所定時間Ｔ１ごとにリセット信号ＲＳＴおよびセット信号ＳＴを所
定時間Ｔ２（Ｔ２＜Ｔ１）ずつ順次「Ｈ」レベルにする。これにより、データ保持ノード
Ｎ２１が「Ｈ」レベルの場合はノードＮ５１が駆動電位ＶＣ′にセットされ、データ保持
ノードＮ２１が「Ｌ」レベルの場合はノードＮ５１が駆動電位Ｖ３にリセットされる。
【００７２】
　データ保持ノードＮ２１の電位はリーク電流によって徐々に変化するので、データ保持
期間においては所定時間Ｔ３（Ｔ３＞Ｔ１）ごとにデータのリフレッシュを行なう必要が
ある。データ信号のリフレッシュは、Ｎ型ＴＦＴ２２，２３およびキャパシタ２５を用い
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て行なわれる。データ信号のリフレッシュ方法は実施の形態１と同じであるので、その説
明は繰返さない。
【００７３】
　この実施の形態３でも、実施の形態１と同じ効果が得られる。
【００７４】
　［実施の形態４］
　図１５は、この発明の実施の形態４によるカラー液晶表示装置の液晶駆動回路６０を示
す回路図であって、図２と対比される図である。
【００７５】
　図１５を参照して、この液晶駆動回路６０が図２の液晶駆動回路２０と異なる点は、Ｎ
型ＴＦＴ２４が削除されている点である。液晶セル３の一方電極は、データ保持ノードＮ
２１に直接接続される。
【００７６】
　データ保持ノードＮ２１が「Ｈ」レベルＶＨの場合は、液晶セル３の電極間電圧が０Ｖ
にあって液晶セル３の光透過率はたとえば最小になる。データ保持ノードＮ２１が「Ｌ」
レベルの場合は、液晶セル３の電極間電圧がＶＨになって液晶セル３の光透過率はたとえ
ば最大になる。データ保持ノードＮ２１の電位は、Ｎ型ＴＦＴ２２，２３およびキャパシ
タ２５を用いてリフレッシュされる。
【００７７】
　この実施の形態４でも、実施の形態１と同じ効果が得られる。
【００７８】
　［実施の形態５］
　図１６は、この発明の実施の形態５による画像表示装置の要部を示す回路図であって、
図２と対比される図である。
【００７９】
　図１６を参照して、この画像表示装置が実施の形態１のカラー液晶表示装置１と異なる
点は、液晶セル３が有機ＥＬ（electroluminescence）素子６１で置換されている点であ
る。有機ＥＬ素子６１は、電源電位ＶＤＤのノードと駆動回路２０のＮ型ＴＦＴ２４のド
レインとの間に接続される。
【００８０】
　データ保持ノードＮ２１が「Ｈ」レベルの場合は、Ｎ型ＴＦＴ２４が導通し、有機ＥＬ
素子６１に電流が流れて有機ＥＬ素子６１が発光する。データ保持ノードＮ２１が「Ｌ」
レベルの場合は、Ｎ型ＴＦＴ２４が非導通になって有機ＥＬ素子６１に電流が流れず、有
機ＥＬ素子６１は発光しない。データ保持ノードＮ２１の電位は、Ｎ型ＴＦＴ２２，２３
およびキャパシタ２５によってリフレッシュされる。
【００８１】
　この実施の形態５でも、実施の形態１と同じ効果が得られる。
【００８２】
　なお、有機ＥＬ素子６１をＮ型ＴＦＴ２４のソースと共通電位線６との間に介挿し、Ｎ
型ＴＦＴ２４のドレインに電源電位ＶＤＤを与えても同じ効果が得られる。
【００８３】
　また、有機ＥＬ素子６１の代わりに、他の表示素子を用いてもよい。
【００８４】
　また、以上の実施の形態および変更例を適宜組合わせてもよいことは言うまでもない。
【００８５】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
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【図１】　この発明の実施の形態１によるカラー液晶表示装置の全体構成を示す回路ブロ
ック図である。
【図２】　図１に示した各液晶セルに対応して設けられる液晶駆動回路の構成を示す回路
図である。
【図３】　図２に示したキャパシタ２５の構成を示す断面図である。
【図４】　図２に示した液晶駆動回路の動作を説明するためのタイムチャートである。
【図５】　図２に示した液晶駆動回路の動作を説明するための他のタイムチャートである
。
【図６】　実施の形態１の変更例を示す回路図である。
【図７】　図６に示したキャパシタ３７の構成を示す断面図である。
【図８】　この発明の実施の形態２によるカラー液晶表示装置の要部を示す回路図である
。
【図９】　図８に示した液晶駆動回路の動作を説明するためのタイムチャートである。
【図１０】　実施の形態２の変更例を示す回路図である。
【図１１】　図１０に示した液晶駆動回路の動作を説明するためのタイムチャートである
。
【図１２】　実施の形態２の他の変更例を示す回路図である。
【図１３】　図１２に示した液晶駆動回路の動作を説明するためのタイムチャートである
。
【図１４】　この発明の実施の形態３によるカラー液晶表示装置の要部を示す回路図であ
る。
【図１５】　この発明の実施の形態４によるカラー液晶表示装置の要部を示す回路図であ
る。
【図１６】　この発明の実施の形態５による画像表示装置の要部を示す回路図である。
【図１７】　従来の液晶表示装置の要部を示す回路図である。
【図１８】　従来の液晶表示装置の問題点を説明するためのタイムチャートである。
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